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4.5 ลักษณะพืน้ผิวของฟลมบางของซิงคบนผิวซิลิกอนกอนกระบวนการออกซิเดชัน  56 
4.6 ลักษณะพืน้ผิวของฟลมบางของซิงคออกไซดบนผิวซิลิกอนหลังกระบวนการออกซิเดชัน 56 
4.7 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 600 °C 
       นาน 12 ชั่วโมง         57 
4.8 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 700 °C 
       นาน 12 ชั่วโมง         58 
4.9 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
       นาน 12 ช่ัวโมง         58 
4.10 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 900 °C 
        นาน 12 ช่ัวโมง         59 
4.11 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 600 °C 
         นาน 12 ช่ัวโมง         59 
4.12 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 700 °C 
         นาน 12 ช่ัวโมง         60 
4.13 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 12 ชั่วโมง         60 
4.14 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 900 °C 
         นาน 12 ชั่วโมง         61 
4.15 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยต่ําสุดและอุณหภมูิ 
        ที่ใชในการเผาโดยมีเงือ่นไขกําลังของการสปตเตอร 50 วัตต นาน 60 นาท ี
        และเผาทีอุ่ณหภูมิตางๆ กัน นาน 12 ช่ัวโมง      62 
4.16 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 600 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง         63 
4.17 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง         64 
4.18 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 900 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง         64 
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4.19 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 600 °C  
         นาน 6 ชั่วโมง         65 
4.20 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง         65 
4.21 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 900 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง         66 
4.22 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง         67 
4.23 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 12 ชั่วโมง         68 
4.24 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 24 ชั่วโมง         68 
4.25 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง         69 
4.26 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 12 ชั่วโมง         69 
4.27 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 24 ชั่วโมง         70 
4.28 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง (ก) สปตเตอริงนาน 60 นาที (ข) สปตเตอริงนาน 90 นาที   71 
4.29 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 12 ช่ัวโมง (ก) สปตเตอริงนาน 60 นาที (ข) สปตเตอริงนาน 90 นาที  72 
4.30 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาเผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 24 ช่ัวโมง (ก) สปตเตอริงนาน 60 นาที (ข) สปตเตอริงนาน 90 นาที  72 
4.31 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 6 ชั่วโมง (ก) สปตเตอริงนาน 60 นาที (ข) สปตเตอริงนาน 90 นาที   73 
4.32 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 12 ชั่วโมง (ก) สปตเตอริงนาน 60 นาที (ข) สปตเตอริงนาน 90 นาที  73 
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4.33 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพเีผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
         นาน 24 ชั่วโมง (ก) สปตเตอริงนาน 60 นาที (ข) สปตเตอริงนาน 90 นาที  74 
4.34 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยต่ําสุดและเวลาที่ใชเผา 75 
4.35 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาที่เตรียมไดจากฟลมบางทีใ่ชกําลัง 
         ในการสปตเตอร 200 วตัตและใชระยะเวลาในการสปตเตอร 30 นาที เผาที่อุณหภูมิ 600 °C 
         เปนเวลานาน 6 ชั่วโมง        76 
4.36 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาที่เตรียมไดจากฟลมบางทีใ่ชกําลัง 
         ในการสปตเตอร 200 วตัตและใชระยะเวลาในการสปตเตอร 60 นาทีเผาที่อุณหภมูิ 600 °C 
         เปนเวลานาน 6 ชั่วโมง        76 
4.37 โครงสรางนาโนซิงคออกไซดบนแผนรองรับอะลูมินาที่เตรียมไดจากฟลมบางทีใ่ชกําลัง 
         ในการสปตเตอร 200 วตัตและใชระยะเวลาในการสปตเตอร 90 นาทีเผาที่อุณหภมูิ 600 °C 
         เปนเวลานาน 6 ชั่วโมง        77 
4.38 ภาพตัดขวางฟลมบางซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพกีอนกระบวนการ 
        ออกซิเดชัน          78 
4.39 ภาพตัดขวางฟลมบางซิงคออกไซดบนแผนรองรับซิลิกอนชนิดพหีลังผานกระบวนการ 
        ออกซิเดชัน          79 
4.40 ตําแหนงของการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวย EDS Sample 1   80 
4.41 กราฟ EDS สเปกตรัมของโครงสรางนาโนซิงคออกไซด Sample 1   80 
4.42 ตําแหนงของการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวย EDS Sample 2   81 
4.43 กราฟ EDS สเปกตรัมของโครงสรางนาโนซิงคออกไซด Sample 2   81 
4.44 ตําแหนงของการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวย EDS Sample 3   82 
4.45 กราฟ EDS สเปกตรัมของโครงสรางนาโนซิงคออกไซด Sample 3   82 
4.46 กราฟแสดงการตอบสนองของหวัตรวจวดัตอไอเอทานอลที่ความเขมขน 1000 ppm 84 
4.47 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางสภาพไว (Sensitivity) กับอุณหภูม ิ   85 
4.48 กราฟแสดงการตอบสนองของหัวตรวจวดั (Sample No.33 เผาที่อุณหภูมิ 600 °C 
        นาน 24 ช่ัวโมง) ตอไอเอทานอลที่ 280 °C      86 
4.49 กราฟแสดงการตอบสนองของหัวตรวจวดั (Sample No.34 เผาที่อุณหภูมิ 700 °C 
        นาน 24 ช่ัวโมง) ตอไอเอทานอลที่ 280 °C      87 
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4.50 กราฟแสดงการตอบสนองของหัวตรวจวดั (Sample No.35 เผาที่อุณหภูมิ 800 °C 
        นาน 24 ชั่วโมง) ตอไอเอทานอลที่ 280 °C      87 
4.51 กราฟแสดงการตอบสนองของหัวตรวจวดั (Sample No.36 เผาที่อุณหภูมิ 900 °C 
        นาน 24 ชั่วโมง) ตอไอเอทานอลที่ 280 °C      88 
4.52 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางสภาพไวกับความเขมขนของสารละลายเอทานอล 90 
4.53 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางเวลาการตอบสนอง (Response Time) กับความเขมขน 
        ของสารละลายเอทานอล        91 
4.54 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางเวลาการคืนตัว (Recovery Time) กับความเขมขนของ 
        สารละลายเอทานอล         91 
4.55 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางเวลาการตอบสนอง (Response Time) และเวลาการคืนตัว 
        (Recovery Time) ของ Sample No.33 (เผาที่อุณหภมูิ 600 °C นาน 24 ช่ัวโมง) กบัความ 
        เขมขนของสารละลายเอทานอล        92 
4.56 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางเวลาการตอบสนอง (Response Time) และเวลาการคืนตัว 
        (Recovery Time) ของ Sample No.34 (เผาที่อุณหภมูิ 700 °C นาน 24 ช่ัวโมง) กบัความ 
        เขมขนของสารละลายเอทานอล       92 
4.57 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางเวลาการตอบสนอง (Response Time) และเวลาการคืนตัว 
        (Recovery Time) ของ Sample No.35 (เผาที่อุณหภมูิ 800 °C นาน 24 ช่ัวโมง) กบัความ 
        เขมขนของสารละลายเอทานอล       93 
4.58 กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางเวลาการตอบสนอง (Response Time) และเวลาการคืนตัว 
        (Recovery Time) ของ Sample No.36 (เผาที่อุณหภมูิ 900 °C นาน 24 ช่ัวโมง) กบัความ 
        เขมขนของสารละลายเอทานอล       93 
5.1 การเปรียบเทียบคาสภาพไว (Sensitivity) ของสารซิงคออกไซดตอไอเอทานอล  99 
5.2 การเปรียบเทียบคาสภาพไว (Sensitivity) ของสารซิงคออกไซดตอไอเอทานอล  100 
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